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(54) TiUe: RADIATIGN-EMnTING AND/OR -RECEIVING COMPONENT 

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGAUSSENDENDES UND/ODER -EMPFANGENDES BAUELEMENT 




(57) Abstract 

The invention relates to a component which can emit and/or receive radiation. A radiation-emitting and/or receiving optoelectronic 
chip (1) is fixed on a chip-supporting part (2) of an electrical lead frame <3) and partial areas of the chip-supporting part (2) and of external 
electrical connection parts (4, 5) are surrounded by a radiopaque base body (8). Said base body has a trough (9) in which the chip <1) is 
situated and which is filled with a transparent window part (10). According to the invention, the chip-supporting part ^2) is completely 
surrounded by the radiopaque base body (8) up to the area (6) where the chip (1) is fixed and the external electrical connection parts (4. 5) 
are completely surrounded by the radiopaque base body (8) up to the areas (7) where one or more electrical connection leads <1 1) to the 
chip (1) are fixed. 
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(57) Zusammenfassung 

Strahlungausscndendes und/oder -empfangendes Bauelement, bei dem ein strahlungaussendender und/oder -empfangender optoelek- 
tronischer Chip (1) auf einem ChiptrSgcrtei! (2) eines elektrischcn LciteTTahmens<3) befestigt ist und bei dem Teilbereiche des Chiptr^gerteils 
(2) und von extemen elektrischcn AnschluBteilen (4, 5) von einem strahlungsundurchiassigen GrundkOrper (8) umschlossen sind. Der 
Gmndkdrper weist eine Wanne (9) auf, in der der Chip (1) angeprdnet ist und die mit einem transparenten Fensterteil (10) gefUllt ist. 
ErfindungsgemSB ist der ChiptrSgcrteil (2) bis auf denjenigen Bereich (6), auf dem der Chip (1) befestigt ist. und sind die extemen elek- 
trischen AnschluBteile (4» 5) bis auf die Beretche (7). auf denen eine oder mehrere elektrische Verbindungsleitungen (II) zum Chip (1) 
befestigt sind. vollstSndig von dem strahlungsunduichiassigen GrundkSrper (8) umschlossen. 
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Be s chreibiing 

Strahliingaussendendes und/oder -empf angendes Bauelement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein strahlimgaussendendes 
und/oder -empf angendes Bauelement gemSfi dem Oberbegriff des 
Patentanspruches 1. Die Erfindung bezieht sich insbesondere 
auf derartige Halbleiter-Leuchtdioden (LED) -Bauelemente . 

Ein derartiges strahlimgaussendendes und/oder -empf angendes 
Bauelement ist beispielsweise aus der Ver6f f entlichung 
"Siemens SMT-TOPLED fur die Oberf lachenmontage", Siemens Com- 
ponents 29 (1991) Heft 4, Seiten 147 bis 149 bekannt. Bei 
dieser in Figur 4 schematisch dargestellten bekannten ober- 
f lachenmontierbaren Leuchtdiode (LED) , ist ein strahlungaus- 
sendender Halble iter chip 101 auf einem ebenen ChiptrSgerteil 
102 eines ebenen Leiterrahmens 103 aus Metall befestigt. Der 
Leiterrahmen 103 setzt sich zusammen aus dem Chiptragerteil 
102 mit einem ersten externen elektrischen AnschluJiteil 104 
und einem elektrisch isoliert von diesem angeordneten zweiten 
externen elektrischen Anschlufiteil 105 mit einem Bondbereich 
107 zum Bonden eines elektrischen Anschlu^drahtes 111 fiir den 
Halbleiterchip 101. Der Chiptragerteil 102 mit dem Halblei- 
terchip 101, und Teilbereiche der beiden externen elektri- 
schen AnschluBteile 104,105 sind von einer Kunststof fimhttl- 
lung 120 lomgeben, die sich aus einem strahlungsundurchlassi- 
gen Kunststof f-Grundkorper 108 mit einer Ref lektor-Wanne 109 
und einem diese ausfullenden strahlungsdurchlassigen Kunst- 
stof f-Fensterteil 110 zusammensetzt • Der Kunststof f- 
GrundkSrper 108 besteht aus einem Thermoplast mit einem hohen 
diffusen Ref lexionsgrad von etwa 90%. 

Die Ref lektor-Wanne 109 weist eine parallel zu einer Montage- 
oberflache des Chiptragerteiles 102 liegende Bodenflache 113 
und eine dazu in einem stvmpfen Winkel zur Bodenflache 113 
schrag stehende Seitenwandung 112 auf, so dafi sie als Reflek- 
tor ftir die von dem Halbleiterchip 101 ausgesandte Strahlung 
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wirkt. Die Bodenflache 113 liegt in derselben Ebene wie die 
dem Halbleiterchip 101 zugewandte Oberflache des ebenen Lei- 
terrahmens 103, so da£ der Boden des Reflelctors zu einem gro- 
iien Teil von der Leiterrahmenoberf lache gebildet ist. Der 
Chiptragerteil 102 und der zweite externe elektrische An- 
schluiiteil 105 weisen hier folglich relativ grofie -Grenzfla- 
chen zu dem strahlungsdurchiassigen Kiinststof f-Fensterteil 
110 auf . 

Ein besonderes Problem dieser bekannten oberf lachenmontierba- 
ren Leuchtdiode besteht darin, dafi an den Grenzflachen zwi- 
schen dem Leiterrahmen 103 lond dem strahlungsdurchlassigen 
Fensterteil 110 bei starken Temper aturschwankungen im Bauele- 
ment oder in dessen Umgebung (z. B. in einem Automobil) auf- 
grund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f iezi- 
enten des Leiterrahmens 103, der in der Kegel aus einem Me- 
tall besteht, und des Kunststof f-Fensterteiles 110, in der 
Kegel ein transparentes Epoxidharz, so groBe Scherkrafte auf- 
treten, dali es haufig zu einer Ablosung des Fensterteiles 110 
vom Leiterrahmen 103 kommt. Der dabei entstehende Spalt zwi- 
schen dem Leiterrahmen 103 und dem Kunststof f-Fensterteil 110 
bewirkt, dafi ein grower Teil der vom Halbleiterchip 101 aus- 
gesandten elektromagnetischen Strahlung im Bauelement auf- 
grund von Mehrf achref lexionen absorbiert wird und damit ver- 
loren geht, 

Dariiber hinaus kann sich die Spaltbildung ausgehend von dem 
Spalt zwischen Leiterrahmen 103 und dem Kunststoff- 
Fensterteil 110 bis an die auBere Oberflache der Kunststof- 
fumhullung 120 fortsetzen, was zu einem Eindringen von Feuch- 
tigkeit bis zum Halbleiterchip 101 und zu dessen Schadigung 
fuhreii kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein strahlungaus- 
sendendes und/oder -empf angendes Bauelement der eingangs ge- 
nannten Art zu entwickeln, bei dem die Gefahr einer Delamina- 
tion an der Grenzf lache zwischen dem Fensterteil und dem Lei- 
terrahmen verringert ist. 
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Diese Aufgabe wird 2n±t einem strahlungaussendenden und/oder 
exnpfangenden Bauelement mlt den Merkmalen des Anspruches 1 
gelost. Weiterblldungen des erf Indvingsgemafien Bauelements 
sind Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 4 . 

GemSLfi der Erfindxing weist der strahlungsiindurchlassige Grxuid- 
korper In der Wanne von einer BodenflSche der Wanne aus zum 
Chiptragerteil hin ein erstes Fenster auf , in dem der Chip 
mit dem Chiptragerteil verbunden ist, Weiterhin weist die 
Wanne von der Bodenfl^che aus mindestens ein zweites Fenster 
zu dem bzw. zu den externen elektrischen Anschlxifiteilen hin 
auf, in denen die elektrischen Verbindi2ngsleitiang(en) zum 
Chip mit dem Leiterrahmen verbunden sind. Der besondere Vor- 
teil dieser Weiterbildung liegt darin^ dafi der Grxandkorper 
auf einfache Weise mit einem entsprechend geformten Sprit z- 
werkzeug hergestellt werden kann. 

In der Umhtillung sind der Chiptragerteil vorteilhafterweise 
bis auf denjenigen Oberf ISchenbereich, auf dem der Halblei- 
terchip befestigt ist, und die externen elektrischen An- 
schlufiteile bis auf den- oder diejenigen Oberf lachenbe- 
reich/e, auf dem bzw. auf denen eine oder mehrere elektrische 
Verbindungsleitungen zum Chip befestigt sind, im wesentlichen 
vollstandig von dem strahlungsundurchlassigen Grundkorper um- 
schlossen. 

Folglich ist bei einem Bauelement gemafi der Erfindung die 
Grenzflache zwischen dem strahlxangsdurchlassigen Fensterteil 
und dem Leiterrahmen auf ein Minimiam reduziert. Demzufolge 
treten im Vergleich zxam bekannten Bauelement bei Temperatur- 
schwankungen deutlich geringere mechanischen Scherkrafte an 
dieser Grenzflache auf, was zu einer Verminderung der Delami- 
nationsgef ahr f uhrt • 

Bei einer vorteilhaf ten Aus fuhrungs form des strahlungaussen- 
denden und/oder empfangenden Bauelements weisen der ChiptrS- 
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gerteil xind die externen elektrischen AhschluBteile in den 
Bereichen in denen der Chip bzw. die elektrischen Verbin- 
diuigsleitiing(en) befestigt sind, jeweils eine KrSpfung zur 
Wanne hin auf, derart, dafi Teilbereiche der Oberf lichen des 
5 Chiptragerteiles und der externen elektrischen Anschlvi£ telle 
im Wesentlichen in der gleichen Ebene liegen wie eine Boden- 
flSche der Wanne oder in die Wanne hineinragen. Bei dieser 
We it erbi Idling ist von Vorteil/ dafi zu deren Herstellung her- 
kommliche, £ur die Herstellung der oben beschriebenen bekann- 
10 ten SMT-TOPLED-Bauelemente verwendete Spritzwerkzeuge einge- 
setzt werden k5nnen, und dafi tiXr verschiedene Leiterrahmen- 
Designs z. B. fur unterschiedliche i^ordniongen des Halblei- 
terchips und der elektrischen Verbindungsleitungen iiamer die- 
selben Sprit zwerkzeuge verwendet werden kdnnen. 

15 

Besonders vorteilhaft ist weiterhin, dafi bei dem erfindungs- 
gem^en Bauelement die Gr5fie der an das Fensterteil angren- 
zenden Metalloberf lache des Leiterrahmens auf ein Minimum re- 
duziert ist^ woraus sich eine verbesserte Gesamtref lektivitat 

20 der Wanne ergibt. Das Metall des Leiterrahmens weist namlich 
in der Regel einen geringeren Ref lexionsgrad auf als das Ma- 
terial des Grundkorpers, wodurch die von dem Chip ausgesandte 
Strahlung dort starker absorbiert wird. Bei den bekannten 
Bauelementen sind aus diesem Grund im Betrieb im Reflektor 

25 relativ grofie dunkle Bereiche erkennbar. 

Vorteilhaf terweise besteht der Grundkorper zur Brhdhung der 
Lichtausbeute aus dem Bauelement aus einem Material mit einem 
diffusen Ref lexionsgrad von mehr als 80%, bevorzugt aus ge- 
30 fiilltem Kunstharz. 

Die Erfindung wird anhand von 2 Ausftlhrungsbeispielen in Ver- 
bind\ang mit den Figuren 1 bis 4 naher erlautert. Es zeigen: 
Figur 1 eine schematische Darstellung eines senkrechten 
35 Schnittes durch ein erster Ausfuhrungsbeispiel, 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 
das Ausfiihrungsbeispiel von Figur 1, 
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Figur 3 elne schematische Darstellxing eines sen)crecht:en 
Schnittes durch ein zweites AasflUiriingsbeispiel, 
Figur 4 elne schematische Darstellung eines strahliingaussen- 
denden und/oder empfajigenden Halbleiterbauelements geiaSA dem 
5 Stand der Technik (weiter oben erlautert) . 

In den Figuren sind gleiche imd gleichwirkende Bestandteile 
der verschiedenen Ausftlhiningsbeispiele immer mit denselben 
Bezugszeichen versehen, 

10 

Bei dem Bauelement der Figuren 1 und 2 handelt es sich um ein 
Leuchtdioden-Bauelement in oberf lachenmontierbarer Bauweise 
(Surface Mount Technology (SMT) ) . Dieses setzt sich zusammen 
aus einem elektrischen Leiterrahmen 3 (z. B. bestehend aus 
15 einem Metall) mit einem Chiptragerteil 2, einem ersten 4 und 
einem zweiten externen elektrischen i\nschlu£teil 5, einem auf 
dem Chiptragerteil 2 befestigten strcihlungaussendenden Halb- 
leiterchip 1 (LED-Chip) , einem Verbindungsleiter 11 (Bond- 
draht) und einer quaderf ormigen Kunststof fumhullung 20 • 

20 

Der Halbleiterchip 1 weist an seiner Vorderseite und an sei- 
ner Rvickseite jeweils eine Kontaktmetallisierung 17,18 auf. 
Die Kontaktmetallisierung 18 an der Ruckseite des Halbleiter- 
chips 1 ist beispielsweise mittels eines metallischen Lotes 

25 Oder eines elektrisch leitenden Klebstoffes mit dem Chiptra- 
gerteil 2 und die Kontaktmetallisierung 17 an der Vorderseite 
des Halbleiterchips 1 ist mittels eines Bonddrahtes 11, der 
z. B. aus Gold oder aus einem anderen geeigneten metallischen 
Werkstoff besteht, mit dem zweiten externen elektrischen An- 

30 schluiJteil 5 elektrisch leitend verbunden. 

Die Kunststof fimhlillung 2 0 besteht aus einem strahlungsun- 
durchlassigen lichtref lektierenden Kunststof f-Grundkoa^er 8, 
aus dem die externen elektrischen AnschlxolJteile 4,5 herausra- 
35 gen, und einem strahlungsdurchlassigen Kunststof f-Fensterteil 
10. Der Kunststof f-Grundk6rper 8 weist eine Ref lektor-Wanne 9 
auf, in der der Halbleiterchip 1 angeordnet ist und die von 
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dem K\inststof f-Fensterteil 10 ausgeftillt ist. Die Reflektor- 
Wanne 9 welst eine parallel zu einer Montageoberf lache des 
ChiptrSgerteiles 2 liegende Bodenflache 13 und eine dazu in 
einem stiompfen Winkel zur Bodenflache 13 schrag stehende Sei- 
5 tenwandung 12 auf , so daB sie als Reflektor fur die von dem 
Halbleiterchip 1 ausgesandte Strahlvmg wirkt. 

Der Kunststoff-Grxandkorper 8 tind der Kunststof f-Fensterteil 
10 bestehen vorzugsweise aus eineia mit ref lexionssteigerndem 
10 Material gefiillten Kunstharz oder Thermoplast bzw* aus einem 
transparenten Kunstharz oder Polycarbonat . Als Fiillstoff ftir 
Kunstharz eignen sich beispielsweise Metallpulver, Metalloxi- 
de, Metallcarbonate oder Metallsilikate • 

15 Der Chiptragerteil 2 ist im wesentlichen bis auf denjenigen 

Oberflachenbereich 6 auf dem der Halbleiterchip 1 z. B. durch 
Chipbonden befestigt ist und die externen elektrischen An- 
schluBteile 4,5 sind bis auf den- oder diejenigen Oberfla- 
chenbereich/e 7, auf dem bzw. auf denen eine oder mehrere 

20 elektrische Verbindungsleitungen 11 zum Halbleiterchip 1 z. 
B. durch Drahtbonden befestigt werden, in der Kunststof fum- 
htillung 2 0 vollstandig von dem strcdilungsundurchlassigen 
Kunststof f-Grundkorper 8 xomschlossen. Dies wird bei diesem 
besonders bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel dadurch erreicht, 

25 dali der strahlungsundurchlassige Kunststof f-Gr\andk6rper 8 in 
der Wanne 9 ein erstes Fenster 6 zum Chiptragerteil 2 hin und 
mindestens ein zweites Fenster 7 zu dem bzw, zu den externen 
elektrischen AnschluJBteilen 4,5 hin aufweist, in denen der 
Halbleiterchip 1 bzw. die elektrischen Verbindungsleitung (en) 

30 11 zum Halbleiterchip 1 mit dem Leiterrahmen 3 verbunden 
sind. 

Das in Figur 3 gezeigte Ausfiihrungsbeispiel unterscheidet 
sich von dem der Figuren 1 und 2 im Wesentlichen darin, dali 
35 keine Fenster 6 und 7 ziim Chiptragerteil 2 bzw. zu den An- 
schluBteilen 4,5 hin vorgesehen sind. An Stelle der Fenster 
6,7 sind hier am Chiptragerteil 2 und an den externen elek- 
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t:rischen iUischliifiteilen 4,5 in den Bereichen, in denen der 
Halbleiterchip 1 und die elektrische (n) Verbindungslei- 
tung(en) 11 mit dem Leiterrahmen 3 verbunden sind, jeweils 
eine KrSpfung 14,15 zur Wanne 9 hin vorgesehen, derart, daii 
Teilbereiche der OberflSchen des ChiptrSgerteiles 2 und der 
externen elektrischen i^schltifiteile 4,5 in der gleichen Ebene 
liegen wie eine Bodenflache 13 der Wanne 9. Alternativ konnen 
die gekropften Bereiche auch in die Wanne 9 hineinragen. 

Die Erlauterimg der Erfindiing anhand dieser Ausfuhrungsbei- 
spiele ist selbstverst&idlicherweise nicht als Einschrankung 
der Erfindung auf diese zu verstehen. Vielmebr kann die Er- 
findung auch bei Photodioden-, Phototransistor-Bauelemente 
Oder Polymer-Leuchtdioden-Bauelemente eingesetzt werden. 
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Patentansprtiche 

1. Strahlungaussendendes und/oder -empfangendes Bauelement, 
bei dem xnlndestens ein eine elektromagnetische Strahlung aus*- 

5 sendender und/oder empf angexider Chip (1) au£ mlndestens einem 
Chiptragerteil (2) eines elektrischen Leiterrahmens (3) befe- 
stigt ist/ der laindestens zwei externe elektrische AnschluJi- 
telle (4,5) aufweist, die elektrisch leitend mit dem Chip (1) 
verbiinden sind, und 
10 bei dem der Chiptragerteil (2) land Teilbereiche der externen 
elektrischen Anschlufiteile (4,5) von einer Umhulliang (20) lam- 
schlossen sind, die einen strahliongsvindurchlassigen Griondkor- 
per (8) und einen strahlungsdurchlassigen Fensterteil (10) 
aufweist vmd aus der die externen elektrischen Anschlufiteile 
15 (4,5) herausragen, 

wobei der strahlungsundurchlassige Grundkorper (8) eine Wanne 
(9) aufweist, in der der Halbleiterchip (1) angeordnet ist 
und in oder uber der sich der Fensterteil (10) befindet, 
da durch gekennzeichnet, daC 
2 0 - von einer Bodenflache der Wanne (9) aus, ein erstes Fen- 
ster (6) zum Chiptragerteil (2) hin ausgebildet ist, in 
dem der Chip (1) auf dem Chiptragerteil (2) befestigt ist, 
und 

von einer Bodenflache der Wanne (9) aus mindestens ein 
25 zweites Fenster (7) zu mindestens einem externen elektri- 

schen Anschluiiteil (4,5) hin ausgebildet ist, in dem min- 
destens eine elektrische Verbindungsleitung (11) zum Chip 
(1) mit dem mindestens einen externen elektrischen An- 
schluiiteil (4,5) verbiinden ist. 

30 

2. Strahlungaussendendes und/oder -empf angendes Bauelement 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi zumin- 
dest der Chiptragerteil (2) oder zumindest einer der externen 
elektrischen Anschlufiteile (4,5) im Bereich des jeweils zug- 

35 horigen Fensters (6,7), eine Kropfung (14,15) zur Wanne (9) 
hin aufweist, derart, dafi ein Teilbereich der Oberflache des 
ChiptrSgerteiles (2) bzw. des externen elektrischen Anschlufi- 
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teiles (4,5) im Wesentlichen in der gleichen Ebene liegt wie 
die Bodenflache (13) der Wanne.O) oder in die Wanne (9) hin- 
einragen. 

3. Strahliangaussendendes und/oder -empf angendes Bauelement 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dafl 
die Wanne (9) als Ref lektor-Wanne ausgebildet ist. 

4» Strahlungaussendendes land/oder -empf angendes Bauelement 
nach einem der Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Grxindkorper < 8 ) aus einem Material mit 
einem diffusen Reflexionsgrad von mehr als 80% besteht. 
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